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※概要（Summary）： 

ステルスダイシング技術によるウエハ劈開プロセス

をパッケージングに応用するために、ステルスダイシ

ング層（改質層）の形成条件とウエハの曲げ破壊強度

の関係を明らかにする。プロセス前にステルスダイシ

ング層（改質層）を形成し、最後に劈開して使用可能

となる針型デバイスとその保護パッケージを想定し、

事前に改質層を埋め込むことで、複雑な MEMS 構造

を持つデバイスの、可動部分の真下を狙って劈開でき

る技術を開発した。 

 
※実験（Experimental）： 

長さ30mm,幅5mm, 厚さ525ミクロンの(100)シリコ

ンチップの中心に短辺と平行になるようにステルス

ダイシングによる改質層を形成させ、曲げ破壊試験を

行って破壊強度を測定した。改質層の深さや密度が変

化するように改質層の形成条件を変え、曲げ破壊強度

の変化を調べた。改質層は裏面からある高さまで形成

させて、曲げ破壊は裏面から力を加えて行った。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

一定のインターバルをもって裏面から表面に向か

って改質層を入れて行った結果、ウエハの厚さの半分

までの高さまでは、破壊強度はバルクウエハと同じで

あり、さらに本数を増やしてゆくと例えばバルクと比

して 2/3 や 1/10 といった強度を実現することができ

た。また、深さ方向の密度の変化は、破壊強度に対し

て高さの変化よりも小さな影響を与えることが明ら

かとなった。 

この方法を用いて、カンチレバー型プローブアレイ

の真下の基板を劈開によって取り除くことに成功し

た。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

改質層をモデリングして、材料力学的に破壊強度を記述

できるように発展させる必要がある。 
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